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(57)摘要

本申请公开了一种Micro LED显示单元，其

包括驱动电路、发光器件以及光敏器件；驱动电

路，用于提供驱动信号；本申请提供的Micro LED

显示单元，通过驱动电路输出的驱动信号控制发

光器件进行显示，光敏器件感应发光器件的发光

强度，当发光强度达到阈值时，光敏器件将自行

导通，能够自动调节流经发光器件的电流值，以

平衡显示的均一性。
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1.一种Micro  LED显示单元，其特征在于，包括：

驱动电路，用于提供驱动信号；

发光器件，与所述驱动电路的输出端和第一电源负信号连接，用于接入所述驱动信号

以显示；以及

光敏器件，与所述驱动电路的输出端、所述发光器件的输入端以及第二电源负信号连

接，用于根据所述发光器件的发光强度自行导通，以调节所述发光器件的电流。

2.根据权利要求1所述的Micro  LED显示单元，其特征在于，所述光敏器件为光电二极

管；

所述光电二极管的正极与所述驱动电路的输出端和所述发光器件的输入端连接；所述

光电二极管的负极与所述第二负电源信号连接。

3.根据权利要求1所述的Micro  LED显示单元，其特征在于，所述发光器件为微发光二

极管；

所述微发光二极管的正极与所述驱动电路的输出端和所述光敏器件的输入端连接；所

述微发光二极管的负极与所述第一电源负信号连接。

4.根据权利要求1所述的Micro  LED显示单元，其特征在于，所述驱动电路包括第一薄

膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜

晶体管、第七薄膜晶体管以及电容器；

电源正信号与所述第一薄膜晶体管的输入端和所述电容器的第一端连接；所述第一薄

膜晶体管的输出端与所述第二薄膜晶体管的输入端和所述第三薄膜晶体管的输出端连接；

所述第三薄膜晶体管的输入端与数据信号连接；所述第二薄膜晶体管的输出端与所述第四

薄膜晶体管的输入端和所述第五薄膜晶体管的输出端连接；第N级扫描信号与所述第三薄

膜晶体管的控制端、所述第五薄膜晶体管的控制端以及第七薄膜晶体管的控制端连接；第N

级发光控制信号与所述第一薄膜晶体管的控制端和所述第四薄膜晶体管的控制端连接；所

述电容器的第二端与所述第二薄膜晶体管的控制端、所述第五薄膜晶体管的输入端以及所

述第六薄膜晶体管的输入端连接；第六薄膜晶体管的控制端与第N-1级扫描信号连接；恒压

低电位信号与所述第六薄膜晶体管的输出端和所述第七薄膜晶体管的输入端连接；所述第

七薄膜晶体管的输出端与所述第四薄膜晶体管的输出端、所述发光器件的输入端以及所述

光敏器件的输入端连接。

5.根据权利要求4所述的Micro  LED显示单元，其特征在于，所述第一薄膜晶体管、所述

第二薄膜晶体管、所述第三薄膜晶体管、所述第四薄膜晶体管、所述第五薄膜晶体管、所述

第六薄膜晶体管以及所述第七薄膜晶体管均为P型薄膜晶体管。

6.根据权利要求4所述的Micro  LED显示单元，其特征在于，所述第一薄膜晶体管、所述

第二薄膜晶体管、所述第三薄膜晶体管、所述第四薄膜晶体管、所述第五薄膜晶体管、所述

第六薄膜晶体管以及所述第七薄膜晶体管均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜

晶体管或非晶硅薄膜晶体管中的一种。

7.根据权利要求1所述的Micro  LED显示单元，其特征在于，所述驱动信号的电压高于

所述第二电源负信号的电压，所述第二电源负信号的电压高于所述第一电源负信号的电

压。

8.根据权利要求1所述的Micro  LED显示单元，其特征在于，所述光敏器件为光敏电阻；
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所述光敏电阻的第一端与所述驱动电路的输出端和所述发光器件的输入端连接；所述

光电二极管的第二端与所述第二负电源信号连接。

9.一种Micro  LED显示面板，其特征在于，包括如权利要求1至8任一项所述的Micro 

LED显示单元，所述Micro  LED显示单元位于所述Micro  LED显示面板内。

10.根据权利要求9所述的Micro  LED显示面板，其特征在于，所述Micro  LED显示单元

阵列分布于所述Micro  LED显示面板内。
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Micro  LED显示单元及其Micro  LED显示面板

技术领域

[0001] 本申请涉及显示技术领域，尤其涉及自发光显示技术领域，具体涉及一种Micro 

LED显示单元及Micro  LED显示面板。

背景技术

[0002] 当今社会科技迅猛发展，手机、电脑和电视等电子产品广泛应用于生活中的各个

方面。因此，液晶显示面板和OLED显示面板等电子显示屏被广泛采用。这些显示技术存在一

些不足，如LCD显示的对比度，和OLED显示的稳定性等。所以Micro  LED(微发光二极管)技术

以其超高的显示品质和稳定性，引起了广泛研究人员的注意。

[0003] 但是Micro  LED的驱动电流较大，传输该驱动电流的线路存在压降损耗(IR 

Drop)，造成显示不均一的问题。

发明内容

[0004] 本申请提供一种Micro  LED显示单元，解决的Micro  LED显示不均一的问题。

[0005] 第一方面，本申请提供一种Micro  LED显示单元，其包括驱动电路、发光器件以及

光敏器件；驱动电路，用于提供驱动信号；发光器件，与驱动电路的输出端和第一电源负信

号连接，用于接入驱动信号以显示；以及光敏器件，与驱动电路的输出端、发光器件的输入

端以及第二电源负信号连接，用于根据发光器件的发光强度自行导通，以调节发光器件的

电流。

[0006] 基于第一方面，在第一方面的第一种实施方式中，光敏器件为光电二极管；光电二

极管的正极与驱动电路的输出端和发光器件的输入端连接；光电二极管的负极与第二负电

源信号连接。

[0007] 基于第一方面，在第一方面的第二种实施方式中，发光器件为微发光二极管；微发

光二极管的正极与驱动电路的输出端和光敏器件的输入端连接；微发光二极管的负极与第

一电源负信号连接。

[0008] 基于第一方面，在第一方面的第三种实施方式中，驱动电路包括第一薄膜晶体管、

第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管、第

七薄膜晶体管以及电容器；电源正信号与第一薄膜晶体管的输入端和电容器的第一端连

接；第一薄膜晶体管的输出端与第二薄膜晶体管的输入端和第三薄膜晶体管的输出端连

接；第三薄膜晶体管的输入端与数据信号连接；第二薄膜晶体管的输出端与第四薄膜晶体

管的输入端和第五薄膜晶体管的输出端连接；第N级扫描信号与第三薄膜晶体管的控制端、

第五薄膜晶体管的控制端以及第七薄膜晶体管的控制端连接；第N级发光控制信号与第一

薄膜晶体管的控制端和第四薄膜晶体管的控制端连接；电容器的第二端与第二薄膜晶体管

的控制端、第五薄膜晶体管的输入端以及第六薄膜晶体管的输入端连接；第六薄膜晶体管

的控制端与第N-1级扫描信号连接；恒压低电位信号与第六薄膜晶体管的输出端和第七薄

膜晶体管的输入端连接；第七薄膜晶体管的输出端与第四薄膜晶体管的输出端、发光器件
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的输入端以及光敏器件的输入端连接。

[0009] 基于第一方面的第三种实施方式，在第一方面的第四种实施方式中，第一薄膜晶

体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体

管以及第七薄膜晶体管均为P型薄膜晶体管。

[0010] 基于第一方面的第三种实施方式，在第一方面的第五种实施方式中，第一薄膜晶

体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体

管以及第七薄膜晶体管均为低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管或非晶硅薄

膜晶体管中的一种。

[0011] 基于第一方面，在第一方面的第六种实施方式中，驱动信号的电压高于第二电源

负信号的电压，第二电源负信号的电压高于第一电源负信号的电压。

[0012] 基于第一方面，在第一方面的第七种实施方式中，光敏器件为光敏电阻；光敏电阻

的第一端与驱动电路的输出端和发光器件的输入端连接；光电二极管的第二端与第二负电

源信号连接。

[0013] 第二方面，本申请提供一种Micro  LED显示面板，其包括上述任一实施方式中的

Micro  LED显示单元，Micro  LED显示单元位于Micro  LED显示面板内。

[0014] 基于第二方面，在第二方面的第一种实施方式中，Micro  LED显示单元阵列分布于

Micro  LED显示面板内。

[0015] 本申请提供的Micro  LED显示单元，通过驱动电路输出的驱动信号控制发光器件

进行显示，光敏器件感应发光器件的发光强度，当发光强度达到阈值时，光敏器件将自行导

通，能够自动调节流经发光器件的电流值，以平衡显示的均一性。

附图说明

[0016] 下面结合附图，通过对本申请的具体实施方式详细描述，将使本申请的技术方案

及其它有益效果显而易见。

[0017] 图1为本申请实施例提供的Micro  LED显示单元的结构示意图。

[0018] 图2为图1中所示的Micro  LED显示单元的电路原理图。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述。显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本申请中的实施例，本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施

例，都属于本申请保护的范围。

[0020] 如图1所示，本实施例提供了一种Micro  LED显示单元，其包括驱动电路10、发光器

件20以及光敏器件30；驱动电路10，用于提供驱动信号；发光器件20，与驱动电路10的输出

端和第一电源负信号VSS1连接，用于接入驱动信号以显示；以及光敏器件30，与驱动电路10

的输出端、发光器件20的输入端以及第二电源负信号VSS2连接，用于根据发光器件20的发

光强度自行导通，以调节发光器件20的电流。

[0021] 具体地，驱动电路10输出的驱动信号控制发光器件20进行显示，光敏器件30感应

发光器件20的发光强度，当发光强度达到阈值时，光敏器件30将自行导通，并对流经发光器

说　明　书 2/4 页

5

CN 111462684 A

5



件20的电流值进行分流，进而实现自动调节流经发光器件20的电流值，从而达到调节发光

器件20的发光强度的目的，改善了显示的均一性。

[0022] 在其中一个实施例中，光敏器件30为光电二极管；光电二极管的正极与驱动电路

10的输出端和发光器件20的输入端连接；光电二极管的负极与第二负电源信号连接。

[0023] 在其中一个实施例中，发光器件20为微发光二极管；微发光二极管的正极与驱动

电路10的输出端和光敏器件30的输入端连接；微发光二极管的负极与第一电源负信号VSS1

连接。

[0024] 需要说明的是，本实施例可以但不限于为微发光二极管，也可以为其他发光器件

20，同样可以起到调节发光强度的目的。

[0025] 如图2所示，在其中一个实施例中，驱动电路10包括第一薄膜晶体管T1、第二薄膜

晶体管T2、第三薄膜晶体管T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、第六薄膜晶体管T6、

第七薄膜晶体管T7以及电容器C1；电源正信号VDD与第一薄膜晶体管T1的输入端和电容器

C1的第一端连接；第一薄膜晶体管T1的输出端与第二薄膜晶体管T2的输入端和第三薄膜晶

体管T3的输出端连接；第三薄膜晶体管T3的输入端与数据信号DATA连接；第二薄膜晶体管

T2的输出端与第四薄膜晶体管T4的输入端和第五薄膜晶体管T5的输出端连接；第N级扫描

信号SCAN(N)与第三薄膜晶体管T3的控制端、第五薄膜晶体管T5的控制端以及第七薄膜晶

体管T7的控制端连接；第N级发光控制信号EM(N)与第一薄膜晶体管T1的控制端和第四薄膜

晶体管T4的控制端连接；电容器C1的第二端与第二薄膜晶体管T2的控制端、第五薄膜晶体

管T5的输入端以及第六薄膜晶体管T6的输入端连接；第六薄膜晶体管T6的控制端与第N-1

级扫描信号SCAN(N-1)连接；恒压低电位信号VI与第六薄膜晶体管T6的输出端和第七薄膜

晶体管T7的输入端连接；第七薄膜晶体管T7的输出端与第四薄膜晶体管T4的输出端、发光

器件20的输入端以及光敏器件30的输入端连接。

[0026] 具体地，第N-1级扫描信号SCAN(N-1)为低电平信号，第六薄膜晶体管T6导通，以拉

低电容器C1的第二端电压，电容器C1开始充电。接着，第N级扫描信号SCAN(N)为低电平信

号，第三薄膜晶体管T3、第五薄膜晶体管T5以及第七薄膜晶体管T7均导通，第二薄膜晶体管

T2的栅极与漏极短接，第二薄膜晶体管T2的栅极电压的绝对值大于其阈值电压的绝对值，

此时，第二薄膜晶体管T2相当于二极管，第二薄膜晶体管T2打开，直至第二薄膜晶体管T2的

栅极电压等于数据信号DATA的电压与其阈值电压的绝对值之差时，第二薄膜晶体管T2截

止；同时，第七薄膜晶体管T7的导通复位了驱动信号的电压。最后，发光控制信号为低电平

信号，第一薄膜晶体管T1和第四薄膜晶体管T4导通，此时，输出驱动信号。

[0027] 需要说明的是，本实施例提供的驱动电路10可以但不限于为该电路拓扑结构，其

也可以是其他电路拓扑结构型的驱动电路10。

[0028] 在其中一个实施例中，第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管

T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、第六薄膜晶体管T6以及第七薄膜晶体管T7均为

P型薄膜晶体管。

[0029] 在其中一个实施例中，第一薄膜晶体管T1、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管

T3、第四薄膜晶体管T4、第五薄膜晶体管T5、第六薄膜晶体管T6以及第七薄膜晶体管T7均为

低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管或非晶硅薄膜晶体管中的一种。

[0030] 在其中一个实施例中，驱动信号的电压高于第二电源负信号VSS2的电压，第二电

说　明　书 3/4 页

6

CN 111462684 A

6



源负信号VSS2的电压高于第一电源负信号VSS1的电压。

[0031] 具体地，调整第二电源负信号VSS2的电压可以改善驱动信号的电压，可以对驱动

信号的电压进行补偿，以平衡显示的发光均一性。

[0032] 在其中一个实施例中，光敏器件30为光敏电阻；光敏电阻的第一端与驱动电路10

的输出端和发光器件20的输入端连接；光电二极管的第二端与第二负电源信号连接。

[0033] 在其中一个实施例中，本申请提供一种Micro  LED显示面板，其包括上述任一实施

方式中的Micro  LED显示单元，Micro  LED显示单元位于Micro  LED显示面板内。

[0034] 在其中一个实施例中，Micro  LED显示单元阵列分布于Micro  LED显示面板内。

[0035] 在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部

分，可以参见其他实施例的相关描述。

[0036] 以上对本申请实施例所提供的Micro  LED显示单元进行了详细介绍，本文中应用

了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解

本申请的技术方案及其核心思想；本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各

实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改

或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。
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图1
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图2
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专利名称(译) Micro LED显示单元及其Micro LED显示面板

公开(公告)号 CN111462684A 公开(公告)日 2020-07-28

申请号 CN202010420930.8 申请日 2020-05-18

[标]申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

当前申请(专利权)人(译) 武汉华星光电技术有限公司

[标]发明人 管延庆
周永祥

发明人 管延庆
周永祥

IPC分类号 G09G3/32

外部链接 SIPO

摘要(译)

本申请公开了一种Micro LED显示单元，其包括驱动电路、发光器件以及
光敏器件；驱动电路，用于提供驱动信号；本申请提供的Micro LED显示
单元，通过驱动电路输出的驱动信号控制发光器件进行显示，光敏器件
感应发光器件的发光强度，当发光强度达到阈值时，光敏器件将自行导
通，能够自动调节流经发光器件的电流值，以平衡显示的均一性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ec89488c-1969-4c3e-8e25-63a213d33d56
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN111462684A

